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III 族極性(0001)（+c 面）InGaN を c 軸方向に反転させた N 極性(0001
_

)（–c 面）InGaN は、+c 面

より優れた In 取り込み効率を有している 1)。この特性を活かして、可視光全波長域で発光する–c

面 InGaN LED の作製が報告されている 2)。–c 面 GaN 成長においては、表面モフォロジが荒れや

すく、酸素などのドナー性残留不純物を取り込みやすいことから、p 型伝導を得るには成長条件

の厳密な最適化が必要である 3)。そこで、本研究では、–c 面 p 型 GaN の詳細な MOVPE 成長条件

と正孔濃度との関係を明らかにする。 

サファイア基板上に–c 面 p 型 GaN を MOVPE 成長した。p 型 GaN 成長時の Ga 原料供給量一定

の下で Mg 原料と NH3の供給量を変え、Mg/Ga 比と V/III 比を 5.0 × 10−4から 8.8 × 10−3と 725 から

5800 まで変化させた。成長後、N2雰囲気 750°C で 5 分間の活性化アニールを行い、光学特性と電

気特性をそれぞれフォトルミネッセンス測定と Hall 効果測定を用い評価した。 

正孔濃度の Mg/Ga 比依存性を図 1 に示す。正孔濃度が極大となる最適な Mg/Ga 比が存在し、過

剰に供給すると自己補償が生じることが分かる。正孔濃度の V/III 比依存性を図 2 に示す。Mg/Ga

比が最適値に近い場合、正孔濃度は V/III 比の増加に伴い一旦減少した後に増加した。正孔濃度が

一旦減少する領域では、V/III 比の増加による Ga のマイグレーションの不足に伴いヒロックが形

成し、局所的に Mg が取り込まれ、全体の Mg 濃度が低下したと考えられる。さらに V/III 比を増

加すると、酸素などのドナー性不純物が低減し、正孔濃度が増加したと考えられる。Mg/Ga 比が

高い場合には、V/III 比にほとんど依存しなかった。結果として、MOVPE 成長条件が–c 面 p 型 GaN

の正孔濃度に与える影響を明らかできた。 
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図 2 正孔濃度の V/III 比依存性 図 1 正孔濃度の Mg/Ga 比依存性 
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